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第 1 章では、まず TFT (Thin Film Transistor) の歴史について述べている。 1960 年代の初期の研究から今日の




第 2 章では、低温ポリシリコン TFT の実測データに含まれる物理現象を分離して評価する方法について述べてい
る。まず、 SD (Single Drain) 構造、 LDD (Lightly Doped Drain) 構造、 GOLD (Gate Overlapped LDD) 構造な
どの異なる構造の TFT やチャネル幅の異なる TFT の DC 実測データから、①低温ポリシリコン TFT の構造が電気
的特性に及ぼす影響、②寄生抵抗成分の実測データへの影響、を明らかにしている。さらに TFT 特性の温度依存性
はしきい値電圧とキャリア移動度の温度依存性で説明できることを示している。次に、バルク MOSFET 、
SOI-MOSFET、低温ポリシリコン TFT の AC 測定データの比較を行い、低温ポリシリコン TFT の電気的特性は薄
膜部の完全空乏化と結晶粒界に存在するトラップ準位の挙動によって影響されることを明らかにしている。さらに、
自己発熱効果とインパクトイオン化に起因するドレイン電流の増加 (KINK 効果)が TFT のパルス応答特性に影響
することを明らかにしている。
第 3 章では、寄生抵抗成分モデ、ルを提案し、これと自己発熱効果モデルを取り入れた高精度な TFT 特性のシミュ





第 4 章では TFT の弱反転領域から強反転領域までの電気的特性を統一的に取り扱うモデルについて検討している。
まず、解析的に導いた薄膜の完全空乏化とトラップ電子密度のモデ、ル式を一次元ポアソン方程式へ導入し、擬フェル
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(1)LDD 構造や GOLD 構造、チャネル幅の異なる低温ポリシリコン TFT の実測データから、寄生抵抗成分と自己発
熱効果の影響を明らかにしている。また、 AC 特性から TFT の薄膜の完全空乏化を明らかにし、 AC 特性と DC 特性
の比較を通して粒界トラップ準位の存在を実証している。さらに TFT の過渡特性には自己発熱効果と KINK 効果が
含まれていることを明らかにし、これらの影響を分離して評価する方法について述べている。














法を提案し、複雑な素子特性を引き起こす原因を解明している。さらに、 GOLD 構造 TFT の寄生抵抗モデルを提案
して回路シミュレーション精度の向上に寄与すると共に、物理に基づいて弱反転領域から強反転領域までを統一的に
取り扱う素子モデ、ルを構築する指針を与えている。また、単電子素子において熱雑音のメカニズムを明らかにすると
共に、新しい単電子メモリを提案するなど、ポリシリコン TFT を含む将来の薄膜電子回路技術の発展に貢献する多
数の情報を提供している。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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